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【 測定例】 グラフェンのバンド構造測定 (ARPES)

グラフェンの等エネルギー面マッピング

・ディラックバンドが非常に高い分解能で可視化されており、ディラック点が
フェルミ準位よりも下、約 0.4eV の位置にあることから、グラフェンに電子が
ドープ (n型ドーピング )されていることが明確に示している。

※クリックすると
動画が表示されます。

https://www.phosic.or.jp/equipment/BL07U/constant_energy_mapping.mp4
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